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Charge noise dependence on the electron number in a planar silicon quantum dot 
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シリコン量子ドットを用いたスピン量子ビットは

既存の半導体技術との整合性から集積化に有望視さ

れている。この量子ビットにおける主なノイズ源と

して電荷ノイズが有る[1]。電荷ノイズはスピンのデ

コヒーレンス時間や緩和時間に影響を及ぼす。理論

における先行研究では、電荷数の増加による電荷ノ

イズの低減が予想されており[2]、また、近年では Si 

nanowire 型の量子ドットにおいて、実際に電荷数の

増加に伴う電荷ノイズの低減が確認されている[3]。

一方で、高忠実度な量子ビット動作が実現されてい

る平面metal-oxide-semiconductor型のシリコン量子ド

ットでは、電荷ノイズの電荷数に対する依存性は報

告されていない。本研究では、極低温下において、平

面型のシリコン量子ドットにおける電荷ノイズの電

荷数依存性を明らかにし(図 1)、シリコン量子ビット

の性能向上に貢献する。 
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Fig.1 Schematic of a planar silicon 

quantum dot system. Tunnel events into 

and out of the target quantum dot (QD) 

are detected by a charge sensor (CS) and 

converted into an effective current, from 

which noise spectrum is extracted [3]. 
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